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Abstract of DEI 984011 3 

The alkali-free glass has the composition (by 
wt.): 57.5-60.5 % Si02, 9-12 % B203. 12-16 
% AI203, 4-6 % CaO. 0-3 % MgO, 4-8.5 % 
BaO, 0-5 % SrO, 0-3 % Zr02, 0-0.5 % As203 
and 0-0.5 % Sb203. The glass has a thermal 
expansion coefficient ( alpha 20-300) of 3.75 \! 
0.4\*10<-6> K<-1>, a density of less than 2.55 
\*10<-3> kg/m<3> and a strain point (14.5) of 
\- 650 deg C. For example, the glass may have 
the composition (by wt.): 60.3 % Si02, 10.9 % 
B203. 12.6 % A1203. 4.0 % CaO, 1.5 % MgO, 
7.6 % BaO, 0.3 % SrO, 2.4 % Zr02, 0.4 % 
As203 and 0 % Sb203. The glass may have a 
thermal expansion coefficient ( alpha 20-300) 
of 3.76\*10<-6> K<-1>, and a strain point 
(14.5) of 672 deg C. An Independent claim is 
included for a method for manufacturing thin 
glass substrates. 



Komponente 


Oehalt 


SiOs 


57,5-60,5 


B3O3 


9-12 


AhO, 


12-16 


CaO 


4-6 




0-3 


BaO 


4-8.5 


SrO 


0-S 


ZrOa 


0-3 


AsiO) 


0-0,5 




0-0.5 


a»„3i» 10*/K3.7 


3,75 ±0.4 


DicW»1(fkgftn» 2,46 


<2,S5 


StrainpurtW(14.5) 'C 


>«6dO 
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Die folgemton Angaben afnd den vom AnmeMer efngerefchten Unterlagen entnommon 

(g) Aikaiifreie Glaszusammensetzung und Verfahren zur Herstellung von Flachglas fur LCD 



(§) Es wi'rd eine alkalifreFe Glaszusammonselzung ein- 
schlieBlich Verfahren zur Herstellung von Substratglas 
nach dem DQ8en6patt-[>owndraw-Varfahrea geeignetzur 
Herstellung von LCD-Glas fOr die AMLCD-Herstellung/ 
TFT-Tachnologle, beschrleben. 

Zuaammensetzung das Glastypa nach EGLASS-Code 
WA37 in Masse-%: 



d. geeignet fur den TFT-ProzeB/AMLCD-Herstellung, wo- 
bei ksine aufwendigen Schleif- Oder Polierprozessa not- 
wendfg sind 

5. Koeffizlent der thermischen Ausdehnung 820—300 - 
(3,75 0 0,4) x10-®/K 

6. Dichte < 2,55 x 10^ kg/m^ 
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KbmpofwnlB 

SiOs 

BtOs 

CaO 
MgO 

BaO 
SrO 
ZrOi 

SbzOs 

aiD.aao 1(r*/K3,7 
Dichte Hfka/m* 2.46 
Strainpui1l(t(14.5) 'C 



Gehalt 

S7.S-e0.5 

9-12 

12-16 

4-6 

0-3 

4-8.5 

0-5 

0-3 

0-0,5 

0-0,5 

3.75*0.4 

<2,55 

>=650 



Ul 



besondere Eigenachaften der Glaszusammensetzung: 

1. alkalffrel, Gehalt an Alkalfoxidai maximal 0,1 Mas6e-% 

2. hoher Stralnpunkt von mfndestens 650^0 und Formbe* 
standi gkeft/Dimensionsstabflftat beim TFT-ProzelV 
AMLCD-Herstellung 

3. hohe chemlsche Stabillt3t gegenOber den im TFT-Pro- 
zeK venwendeten Chem Ileal ien 
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BeschieibuDg 
IfinteirgiUDd der Etfindung 

Die ErfinduDg b^riflft EnklkaH-BcsroalumosilikatgLi^ welche mit dem Dusen^>alt-I>ow^draw-^fe^fallIWl fonnbar 
siDd Weiterhin mflssen sie die erforderiidie che nrisch e BestSndi^t und Hochtempcratiirstabilitat besitzoi, wie sie bci 
dor Etzeugung dcr pfinnfilm-Tl»nsist<sr-Matrix (TFT) im AMLCD-Prozefi notwendig isL Die &zeugung einer solchen 
Schidit erfoideit ein Glas nrit hohem Strainpunkt und entsprechender Bestandi^cdt gegenUbo- den beam TPT-ProzeB 
verwendeten Chennkalien. 

Afon der Formgebung ist insbesondeic zu foidOTi, daB sie einc im wesratlichen "fertige" GlasobcrflSchc ergibt, die 
kcine aufwcndigen Schleif- oder Poiierpiozesse crfoidcrL Dazu ist bei diescm Dii8cnspall-Downdiaw-\%rfahren cine 
Viskositat des Glases bd Liquidustemperattir von > 300.000 dPas erfordrarlich, was eine anCTwrfwnrf hohe Diffetenz 
zwischen Snsinkpunkt und Liquidiistemperatur bedingt 
£s dnd Glaszusammensetzungen ziir Heistellimg vcn Placbglas fur 1/CD mittels Overflow Fosion-ShBetglas-A^r&br 
15 ren bcschricbwi woidcai in US 5^^7, US 5/«9^58, US 5,374^95. 

In der Patentschrift US 3^38,696 wird das Overflow Downdraw-SheeJgtas-Vfeifehrra sclbst beschrieben. 
Die in dieser Erfindung besdariebenen Glaszusammensetzungen sind nrit der DHPS IVpe 310-Aniaffe der EGLASS 
H.-AnNUMTECHNOUXjYGiiibHhers^ 
Bd dem im Rabmea dicscr Erfindung erarbeitetai \ferfabrcn zum Ziehen von LCD-Glas nach untca unter \%rwen- 
20 dung des Direct Healed Platinum System (DHPS^) T^pe 3 10 vwrd das PK*lem der XdstaUisadcmsndgmig bd Einhal- 
tung des Beidchs der eifijidungsgemMfien Glaszusammensetzung beheuscbt 

Die aus dem Schmelzaggiegat austretende Scbunelze wild diirch ein allseidg geschlossenes und direkt elektrisch be- 
hciztes Flatinroiir (Pt oder cine Lcgicrung) dem cbenf alls allseitig gcschlossenen Plaiin-Rohr- Vwtdkr zugeKhrt Durch 
diesc MaBnahme warden Verdampfungsveriuste dnzelner Glasbestandteile in diescm Bacddi veafaindert. Vbr dem Pla- 
tinvertdler wild zweckmMBigerwdse eine HomogeiiisierungsBinziditui^, die mit Blecben aus Pt oder Pt-Legierungen 
ausgeklddet ist, angeordnet Dadundi wird g^ahrldstet, daB die Schmdze chemisch und thermisch homogen zur Zieh- 
dltee gdangL Dazu wird das Systran Flatintohr - HonwgcansiCTungseintichtung - \ferteilcr - ZielidOse ttiermisch, sti©- 
mungsmflfiig und dekttisch bo dimensicarieit, daB die Glasmasse in der Ziehdiise gerade die fur die Formgebung opti- 
male Ibmperaturverteilung besitzt 
30 IHe direkt deklrisch bdieizte Diise ist in den DE OS 33 29 843 und DB OS 35 07 852 besdirieben. Die Kristallisati- 
onsneigung von Spezialglasem wird crfindungsgemaB daduich vermicden, daB die DQse direkt elektrisch beheizt ist und 
das Glas auf schr kurzcm Wegc mittels bcsondaer Kuhlvorrichtungcn in kurzer Zeil durch den kritischai Kristallisati- 
onsbereich gefuiirt wild 

Mit mifb einer richtig dimaQsionierten und gedgnet betriebCTen Ziehdiise kfinnen die Betriebsbedrngungen so einge- 
35 stcUt wcrdcn, dafi mit cdnem chemisch und thennisch hompgcnen Glas gen^ der Erfindung dn fotmstabiles Glasband 
mit hoher GIdchmafiigkeit der Dickenvcrteiking gezogoi werden kann. 
Die Oberflacfaenqualitat des so i»roduziarten CHases ist hoch, da KristalHsatiooen venmeden werden. 
Wahrend beim Overflow-FusioDrProzeB zur Herstellung von LCD-Substralgiasem duich besondeie Stromimgsfiih- 
nmg des Glases um den aehkcil dafflr gesojgt wird, daB die Oberflfiche des gezogenen Glases zulctzt nicht in Kontakt 
40 mit Feueifieistmataial war; wild dieses im Rahmrai dieser Erfindung durch die FLatinausklddung ab HomogenisienmgB- 
zeUe bis zur Ziefadase eneicht 

Jn dsn Patentschrifien DE 196 17 344 CI und DE 196 03 698 CI weidra Glaazusammensetzimgen, die fiir die Form- 
gebung mit (fcmFloatverfahren entwickclt wurdcn, beschrieben. Sie besitzen die crfordcrlid» tiiertnische Ausdehnung 
VOT ca. 3,7 X ICrfK und cnthalten gegeoiibw der vodicgKKte Erfindung zusalzlich ZnO und SnQz- 
45 Da die Tbmperaturdifferenz zwischen RinmnkpiiTikf (10.000 dPas) und liquidustemperatur in den dort angegebenen 
Beispielen mit Werten um ca, 50 K nicbt sshr groB ist, muB davon ausgegangen werden, daS die \5skositat des Glases bd 
Liquidustemperatur eiheblich untcr der im Rahmen der voiiicgenden Erfindung (300.000 dPas) liegt 

Daher sind sie fur die Formgebung mittds DuscnscMitz-Downdraw Nfefahren nicht gedgnet, dam es ware mit Kri- 
staliisationen und einer debt vemachlassigbarea Ebntraktian des Gksbandes zu recfanKL 
50 ^tere ^^lianten, welcbe gegeniiber den genannten zwei Patentachriften nodi ms^frMrhR. KompooBntai enthalten, 
bcschrciben die Patentschrifitei DE 196 01 922 und US 5326,730. Die zusatzlichen Glasbestandteile kcaxen z. B. TiQz, 
Ta20s, ZnO odo- SnO^ sdn. Auf diesc Bcstandtdle wird in do: voriiegenden Erfindung verzichtcL 

In der Patentschrift EP 0 714 862 A 1 wild dn alkaUfirdes LCD-Glas besdmeben, dessen Aii«Ht»hniin£«lKv>ffi^w far 
vide Varianten bis unter 4,0 X 10^/K kommt Es ist fiix den FkialprozeB vorgesdien, 
55 Der bevorzugtcBerdch dor 2^usammensctzung des Glases dcarBrfindung ist: 

(Angaben in Mol-%) 
Komponenle Gehak 

^ SiOi 66-70 

6-9,5 

AliOj 9-14 

CaO 1-6 

MgO 1-5 

^ BaO 0 

SrO 2-8 

Summe (MgO, CaO, BaO, SiO) 9-16 
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Komponaite Oehalt 

a20...300 

Dichte <2i60xltfkg/in^ 
SP >64(rC 

5 

FQr die bariumfieie Variante der Zusammensetzung wild dne Dichte Ideiner als 2p55 x 10^^ kgfnP eneicbt Es gibt Bel- 
spiele fik Zusammensetzungm mil noch kleineiem Ausdehnungskoef&zienteQ, aber dafur hSberar Dichte. 

Die liqiDdustemperaturen der aufgefiihrten Beispdele liegen mit Werten zwischen 1240°C und 1350°C relativ hoch. 
Da die l^mperatuidifiEeieQz zuin Rinsinkpunkt (10.000 dPas) in den Bdspielea mit Werten um ca. (20 . . . 60) K nicht 
sehr groB ist, muB davcm ausgegangoi werd^, daB die ViskositSt des Glases bei Iiquidustenq)eran]r eifaeblich unter der lo 
im Rahmen dec voriiegenden Erfindung (300.000 dPas) liegt Damit sind GkszusammeasetzungeD gemSB Patentschrift 
£P 0 714 862 Al nicht geeignet, dnersdts die Kcntiaktion des Glasbandes imtRiftaTh der ZiehdQse und andereiseats An- 
fHnge der Eristallisa.tiQn wirksam 2u imtBrdriicken. Dadiirch wild die Fertigupg g[66erBrBlatlibieiten ndttels Dusenspalt- 
Downdraw- VeEl^hiBD in hoher QualitSt verhindert 

Id der Patentschnft £P0 559 389 A2 weiden alkali&de Zusannnaisetzui^ fOr LCD-Glas und Vsrarbeitung nach is 
dear TFT-lbchnologie bescfarieboi, deten Ausddmuogslcoeffiziaxten aso , , . 3so in der Regel ttber 4,0 x l&^fK liegen. Sie 
sind damit kaum an die AnfordeniDgeD der modemea TPT-Tbchnoiogie angepafit Dagegen ist <£e Difltonz zwischen 
Laquidustenqseratur und Rinsinkpunkt (10.000 dP^) gioB, so daB mit einer holien Viskositgt am liquiduspunkt zu lech- 
noiist 

Die vorgesehenen kldnen ZusStze von 1102 und/odo: P2OS werd^ nicht als vorteiibaft angesdien, da bmits \^ruD- 20 
reinigungBn von Pho^ior bei der Wlrmebehandlung Lm Vsriaufe des TFT-Prozesses in die TcansistiOien eindzingen und 
den Leckstrom eristihen ktinnen. 

In der Patentscbiift £P 0 672 629 A2 werdea Zusammensetzungen ftir Displayglaser im Bereich der thenmschen Aus- 
dehnungskoeja5zientenao,„30flvon (3,1 . . .5,7)xl()^/Kangegeben.Bci wcitMerUnterteilungdesZusanimeiisetzungs- 
beteiches gibt es eine Untermenge von Zusammensetzungen, fur die sq . . . 3Q0 ini Bea:eicfa von (3,1... 4,4) x IG^/K liegt 2S 

Der Bereich a2o ... 300 von (3 ,75 ± 0,4) x 1 0~^/K wud rdcht genetell garantieit 



Zusammensetzung in Masse-% 



KDmponente 


Gehalt 


30 


Si02 


49-67 




B2Q3 


0-15 




AI2O3 


6-14 in Verbindung mit 55-67% SiQ2 




AI2O3 


16-23 in Verbindung mit 49-58% SiO^ 




Summe(Si02 + Al203) 


>68% 


35 


CaO 


0-18 




MgO 


0-8 




BaO 


0-21 




ScO 


0-15 




Summe (MgO, CaO, BaO, SrO) 


12-30 


40 


SP 


>640°C 




Massevedust in HQ (5%» 95"^ 24 h) 


<20mg/cm^ 





DieDicbtemeBwerte liegen im Berdcb zwischen 2,31 und 2,82 x 10^ kg/rr? und sind damit a a, aufgrund derz. T. ho- 45 
hen B^)-Gehalte tneist hdher als bei der voriiegenden Erfindung. 

Angaben zum Liquiduspunkt und der Viskositat am Liquiduspunkt sind nicht gemacht, das Zid eincr hobcn '^skosi^t 
am Liquiduspunkt von ^ 3()0.000dPas,das imRabmenda'VQ]iieg03den£cfindungwichtigist,wuidenicM 

In der Patentschrift US 5^9,558 weiden Zusammensetzungen fiir Dispb^gl&sa: im Beieich der tfaenniscfaen Aua- 
dehnungskoeffizieDtBn ao. von (3,4 . . . 5,0) x 10^/K angegeben. 50 

Zusammmsetzung in Masse-% 



KomponcQlB Qebalt 

Si02 50-65 S5 

B2O3 0-8 

AI2O3 8-13 in Verbindung mit 55-65% SiOi 

Akfh 18-22 in Verbindung mit 50-55% SiO^ 

Si024-Al2Q3 >68 

CaO 0-18 

MgO 0-6 

BaO 2-21 

Summe (MgOK:aO+BaO+SiO) 13-30 

SrO 0-13 

ZnO 2-8 ^ 

ZtOz 0-2 

Sn02 0-2 
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Komponoite 
SP 

Masseverlust in HQ (5%, 95"^ 24 h) 
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15 



20 



30 
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>65(fC 
<20 mg/cm^ 

VQn(3.4...5.Q)xl(r*/K 



Bd wdtaer Untcrtdlung des Zusanmensetzungsbeteiches gibt es Untennengen von ZusammraisemiDgen, fDr die 
...aaoimBei^von(3,6...4,0)xlO^AKbzw.(44 . . . 5,0) x liegt 

Die <7lg«TinainwnCT«atTiingCT wuidBn vonangig fur den PloaQnDzeS iind das >ferziebea van Muttecglas (Redraw) ent- 
wickelt Id diesem 7"«ntntTi«>jiliang spielt die Bzielimg dner hohen ^fiskoatSt am Liquidiispiinkt von ^ 300.000 dPas 
lease Rolle, so daS diese Hgenschaft bier nicht garandert ist 

In da Fatcntschiift US 5,770,535 (Schott 1997) werden Zusannnensetzungen ftir aikali&de Alumobcansilikatgliser 
oiiteinemtheiniischeD AuadBhnimgskoeffizienlieo^,..30o vonca. 3,7x lO'^/K.-einem von 
< 1220°C und einem Annealiogpunkt (Iber 700''C bescfaiiBbea Sie wurdai voirangig fOr den Roa^nozeB entwickdt, der 

Hiirrh ipAiTiptrRinfe BwHinpnigm gplamrmncimpt to, w«VwiBnH ffir Hia vorHBgenria PrfinHimg WBgcn riBrPt-AiwUmHiin- 

gea nur oxidieRDde Bedingungen zuUssig sind. 



Kompwiente 



Si02 

^ AbOs 
CaO 
MgO 



40 



45 



SO 



ss 



60 



6S 



Zusanunenaetziuig in Masse-% 

Qehalt Vorzugsvierte 
52 - 62 55 - 60 
4-14 5-12 
12-20 15-18 
4-116-10 7,1 



BaO 



SrO 
35 znO 

ZrOz 



0-8 
0-2 
0-2 
2-8 
0-2 
0-2 



0-6 
0-1 

2-6 
0-2 
0.5-2 



1.0 



10* /K 

•c 
•c 
•c 



Bei^iel 
59,4 
5,0 
15,0 

5.1 
1,0 



5,4 
1.0 

3.72 
706 
719 
916 
1216 
2,597 



Sn02 
a ao..aoo 

Tg 

AP 
LP 
EP 

Dichts 

Zusatzlidi zur vorliegenden Edindung sind ZnO und SnQ2 enthaltm. 

Die Erzieliing einer hohen ViskosLtSt am liquiduspunkt von > 300.000 dPas ist hier nicht garanlieit 

In der Paicntschrift US 5,374^95 werdai Zusammensctzungen fur alkalifrde Alumoborosilikatglasca: nrit hoher Vis- 
kosit^ am liquiduspunkt, dnem thennischsi Ausdehnungskoeffizienten ao . . . 300 B^lch (3^ . . . 4,6) x 10^/K und 
eijoem Stiainpunkt von > 650X angegeben. 

I^ese Zusammensetzungen unterscheiden sich von denen der vcxiiegenden Erfindung in einem duxcbscfamttlich h5he^ 
len thennischen Ausdehnungskoeffizienten und zusfltzlichea Bestandteilen wie IkjQst Nb2Qs und Y2Q3« wdche in dor 
vCTiiegenden Erfindung nicht verwendet werdoi. 

In der Patentschnft US 5408,237 werden Zusammensctzungen fOr Displayglfiser im Bezeich der thermischen Aus- 
dehnungskoeffizieDten ao . , , sqq vod (3,1 • 5,7) x ICT^/K ango^sben. Sie unterscheiden sich von denen der vazliegeDdeo 
Erfindung dutch einen gr&Beren Bereidi des thennischen AusdehnungskoeffizLoiten uod daduich, daB sie kein Ziricon^ 
oidd als Bestandteil entbaltoL 

Daneben ist eine bobe Viskositat am liquiduspunkt von > 300.000 dPas nicht garandert 

In der Patentschrift 09110460 JP Al werden Zusammensctzungen fQr alkali&rae Abmoboipsilikatglaser tnit dnem 
thennischen Ausdebnungskoeffizienten a20 . . . 300 von (3,6 . . . 3,9) X 10~^/K, einem Emsinkpunkt (10.000 dPas) von < 
1290% und einer Entglasungstempcratur < 1290^0 beschrieben. Als LSutenmttel ist Fluorid bis 0,5% v<^gesd3ra. We- 
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gen der relativen NShD von EinsLnkpunkt uzkI liquidustBcnperatur ist eine hohe \^kosit&t am Liquiduspunkt von ^ 
300.000 dPas hio: nicht garantiert Dieses GLas wurde fur dco FloatprozeB entwickelL 

Ahnliches gilt fOr die Patentschriften 09169538 JPAl und 09169539 JPAL Bkx ist B«eich des theimischcn 
AusdefaDUDgskoeffiziBntBii 820.^.300 vqq (3,0 . . . 4^ x lO'^/Kbzw. unterfaaib vcm 4^ X 10^/K, wobea dazm dieDictite 

Eine bdse ViskositMt am liquiduspuiikt von ^ 300.000 dl^ ist nicbt garantieit 

In d^ Patentschnft 09263421JP Al wezdm Zusammensetzungen fOr alkalifrde Displaygl&ser fOr dec FloatprozeB 
mit einem Strainpunkt von & 640*^ angegeben. Eine hche N^ositBt am Liquiduspunkt von 2 300.000 dPas ist hier 
nidit garantieit 

In der F^ntschiift 10045422 JF Al werden ZusammeDsetzungen fur alkali&de Di^dayglaser fur den FIoalpnozeB 
mit einem Sttxdnpunkt von ^ 700^ angegcbcn. Dct thennischc Ausdehnungskoeffiacnt ajo . . . 3X liegt untaiialb von 
4,0 X lO^/K. EiiK hohe Viskositat am Liquiduspunkt vot ^ 300.000 dPas ist nicht garantiat. 

In d» Patentschrift 10072237 JP Al weidm Zusammensetzungen flir alkalifreie DispLayglSser fiir den PloatpffozdB 
mit einem Strainpunkt von ^ 640X angegeben. Der thennische Ausdehnungskoeflazient 820 ... 300 li^gt unterhalb von 
4,0xl0^/K, die DichtBunterlialbvaQ 2,60x10^ kgte^ Eine hohe ViskDsitat am liquidu^nrnktvoD > 300.000 dPas ist 
hiff mcht garantien. 

DetaUEerte Bescbreibuiig der Erfindung 
Foidfarungen an die Glaszusammoosetzung 

1. maxinmler Alkaligehait 0,1 Ma8se-% 

2. ausroichend chendsds bestMndig gegeDdber den im PtozbO der Herstellung der TPT-Matrix (AMLCD-I^dzbB) 
vcnvcndetcn Chemikalien und Ibmperatuiea 

3. der Ausdehnungsunterschied zwischen dem Glassubstrat und dem polykristallincn Silizium in der TFF-Matiix 
mufi kldn gehalten werden 

4. das Glas muB in hoher Oberflacbenqualitat produzieibar sein, wekhe keine aufwendigeo Sdileif - und Polieipro- 
zesse erfodorlich macfaL £s muB tei von innerrai und OberflSchendefdooi wie Blasen, Einschhissen, Paden, Kiat- 
zem und GrObcheo sdn. 

Diese letEte Poiderung bedingt einen Flachglasproz^, welcher im wesentUcfaen eine **fei1ige" GlasoberflSche ogibt, 
die kaum eine Nacbbearbeitung vcrlangt Damit ist das Dusenspalt-Downdraw V^ahien vorteilhaft anwendbac 

Dieses Verfahren eifMdert dn Glas mit hoh» Viskositat am Liquiduspunkt. Die mimmak liquidus- Viskositat von ca. 
300.000 dPas ist fiir einen langzeitig stabilen t^beriauf-AbwartsziehprozeB notwendig. 

Um den Ptozefibedingungen des modemen hodii^xroduktiven TFI^Prozesses widerstehen zu kBnnen miiB das Glas ei- 
nen Strainpunkt von ca, 650**C und eine bdbc chcmische Bestandi^dt gcgeniibo: den vcrwendcten Rcagenziai und 
Tempcraturcn haben. Es ist schwicrig, den Strainpunkt derartiger alkaliftder Glascr zu steigcm, ohiK die Liquidustem- 
peratur in unerwunschter V^dse zu erfadhen. 

TDie PHifthiiTig der ProzeBfaMgkeit des Glases fiir die modeme&zeugung der TFF-Malzix (LCD) erfordert einen ther- 
mischen Ausdehnungskoefifizieixten 820 ... 300 von (3^75 ± 0^) x 10~^/K. 

I^c Viskositat des Glases bei liquidustcmperatur soli mindestens 300.000 dPas betragCT, damit einmeits Kristallisti- 
ODsefifekte weitestgebeod veimieden und andereiseits die Eineqguag der Blatlbieite beim Sehen gering bleibt Diese 
Viskositat kann ermittelt werden, indem ftir d£e enoittelte Uquidustemperatur die V)gBl-PiilcheF-lkmmflnn-Gleichung 
angewendet wild. 

Die erfOTdediche ctranische Bestindigkeit ist u. a. dutch dooi Massoiveriust bd Befaandlung ndt Salzs&ire (5%, 
95°C 24 h) von < 10 mg/cm^ gekennzeichnet. 

Die oben genamitra Forderungen aus dem LCD-Substrat-IVozefi zur EceeoEung der TFFMatiix weiden vom arfior 
dungsgemaBea Zusammeosetzungsberdch erfuUt: 

Olwamigammengeteiing in Masse-% 



Kompmeme 


Oehak 


Si02 


57^-^4 


B2Q3 


9-12 


AI2O3 


12-16 


CaO 


4-6 


MgO 


0-3 


BaO 


4-8^ 


StO 


0-5 


Z1O2 


0-3 


AS203 


0-0^ 


Sb203 


0-0.5 


a20...300 10-*yK3,7 


3,75 ±0.4 


Dichteltf'k;g/m^2,46 


<245 


Strainpunkt (14^ X 


> = 650 



Die Glaser im Beieicb der Erfindung konnen optional in geringen Mengen andere Bestandtdle enthalten wie Lauteir- 
mittd und andeie Zusdtze zur Beeinflussung der Scfamdzdgenscfaaften u. a. Sie mOssen so gering sdn, daB die voigege^ 
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benen Grenzen nicht vedassen weidai. Der vorgegebene Beieach dear Zusammensetzung nxuB emgehalten weidea 

Werm der SiOz-Gehalt zu hodi wird, dann wird die Schmeizbarkeit schlechter unddie EntglasuAgsneigung kaon an- 
steigen. Wenn dei Si02-Gehalt zu niedrig liegt ist der StraiEpunkt nicht hodi genug und die chemisGiie BestSndigkeit 
sinkt 

5 Wenn der BjCVGehalt zu hoch wird, dann wild die Saurebestandigkeit schlechter und der Strainpunkt zu niedrig. 
Worn dec B203-Gdialt zu niedtig wird, dann steagoi der Ausdehnungskocffizient und die Dichte. 

Vkm dff Ai2(VGdialt zu hoch wird, dann vnxd die Sdnndzbarkeit sdjlcchtcr und die liquiAisten^Joalur steigt an. 
Wenn der Al2Q3-<5ehalt zu niedrig wird, dann ist dor Strainpunkt nicht hoch genug. 

'Wfenn der CaOGehalt zu hoch wild, dann steigt doB Laqudustempecalur an und die Tbodeoz zur Phaseotrennung Icann 
10 grQBerweidcn. 

Worn do- MgCMjchalt zu hoch wird, dann ist die Saurebestandigkeit schlechtct 
Wsnn dor BaOGehah zu hoch wild, dann steigen AusdehnungskoeflSzient und Dichte. 
VfcDD der SiOGehalt zu hoch wird, dann steigt die Liquidustempeiatur an. 

MgO in klranen Gehalten beeinfluBt die Liquidustemperatur des Glases gunstig und reduziert den Ausdehnungskoef- 
15 fizioitcn. 

CaO und SrO in da gedgnetcn DosiCTung ogeben eine niedrigeic Liquidustemperatur und/odcr hOheie Glasviskosi- 
tSten am Ljquiduspunkt. 

BaO veibessert die Schmelzbarfcat und fiihrt zur Senkuoy derLigmdaglBmpBratiir und mr Birw ^himg pAt^ msmn- 
senen Viskositit am Liquiduspunkt 

20 Durch die Einfilhnmg der Komponente ZxOi in gccignetcr Menge im Rahmen der erfindungsgemaBen Glaszusam- 
mensetzung wird es mfiglich, die DiflFerenz zwischen Einsinkpunkt und Liquidustemperatur zu veigiGfiem, so daB bei Li- 
quidustBn^)eratur eine Viskositat von mindestens 300.000 dPas eneicht wild. 

Der Striii^unkt (SP) des Grundglases ist annahemd die maximale Tbmperatur; mit der das Substralglas bei den Hcr- 
stellungsschriucn ohne Schadigung an ihm selbst und ofanc Schaden an der aufgebauten Schicht bdastet weidfflj kann. 

25 Kn hoherer Strainpunkt erlaubt produktivBrB HersteUungsverfahren fiir die TPT-Matiix, die dann bei he^ieEBn Tbn^ 
raturen als vorher ablaufen konnen. Solapge die maxihiairo Tbmperatuien im TFT-ProzeB nntfttfiaTK des SP bleiben, ist 
die Gefahr von Vbrweifungen Oder Schrumpfung des Substrats (viskoses FlicBoi) genng. Bne gewisse Tbleranz gcgcn- 
tlbo- geringer Schrumpfung und/oder Deformadon gibt es ohnehin, da mbdemc Vafehren zur HerstcUung der akdvoi 
TFT-Matrix KOTrekturmfiglidikBiten anwenden kennen, welche mechanische Abwrachungen im ppm-Beieich unschSd- 

30 lichmachen, 

Der Untcrschicd in der thermisclKn Ausddiung zwischen dcm Glassubstrat und dem Silizium in der TFT-Matrix muB 
gamndat bzw. g©rlng gehalten werdcn, wenn die Temperaturcn des TFT-Prozesses steigen. 

Alkalioxide diirfen nidat im Glas entfaallMi sein, da sie in die aufgdjrachten Schichtaa eindringen konnen und den 
Leckstrom der Itansisloren unakzeptabel erhahen. Solange die durch \ferunreinigungen der Rohstoffe eingetragenen Al- 
35 kaUmcngenuntca: 0,1% bleiben ist der TFT-Ptozefibdicrrscfaban 

Die Einhaltung dner Dichte des Substratglases vcm < 2,55 x 1 kg^m^ am5giicht nicht nur geringfagig Icicfatere Dis- 
plays sGDdem audi eine genngere >^annung des Glases unter dem eigenen Gewicbt 
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Eatentansprfiche 

1. Alkalifieie Glaszusammensetzung und \ferfahren zur HersteUung von diinnem Rachglas, geeignet ffir AMLCD 
bzw. den TFT-ProzeB zur HersteUung von Displays, gdL^uzddiiiet dnnii fblgeaden Bexdch der chemischen Zu- 
sanmiensetzung in Masse-% und folgende Glaseigenschaflen: 
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Komponente 




BeispidI 




Si02 




60.3 


s 


B2O3 


Q 19 
y — lA 


10.9 




AI2O3 




12.6 




CaO 


^ — 0 


4.0 


10 


AAgO 


n — 3 

— 0 


1.5 




BaO 


A ft R 
4 - O,^ 


7.6 


IS 


SrO 


u — 0 


0.3 




ZiOi 


u — 0 


2.4 




AS2O3 




0.4 


20 


Sb203 




0 




3 20.300 10F*/K3,7 




3.76 


25 


Dichte10^kg/m' 2.46 


<2.55 


672 




Strainpunlct(14.5) 


>s650 





2 AlkdifieiB Glaszusainmoisetzamg gemaB Anspmch 1, ^ ^ 
von > 300.000 dPas, eincn Strainpunkt > 650°C eine geringe Entglasungsncigung und einc sehr gutc chennschc 
Bestandigkeit, welche im DOscnspalt-Downdraw PtozcB (Slot-Downdraw) harstdlbar isL 

3, Mkalifieies Flachglas gemaB Anspmdi 1, welche unter Verweaidung des Direct Heated Platmim Systems 

(DHPS) Type 310, gekennzeichnet diirch eine Anordnung, bei do: die aus dem Schmelzaggregat anstietende 

Schmclze durch cin allseitig gcschlosscnes und diickt dckmsch bdaciztcs Pladnrohr (Pt oder LcgiOTingen) dcr Ho- 35 

mogcnisicrungseinriditung und danach dem allseitig geschlossenen PIatin-R<Ar- Verteiler zugrfuhrt wird, von dem 

aus die S chmdzB in der diidct detoriach liehei^ 

eber Kfihleinrichtiing anschlieBend schndl abgekiihlt wild, heratellbar ist 

4 WahrrazurHcrsteUmgvondQmcmSubslratglasgcmSfiAnsp^ 

dimensicxiicart ist und so betrieb«i wcrdcn kaim, daB die Schmclze nach \felassen des SchmeJzaggiegates ohne \fcr- 40 
dampftmgs verluste, chennsch und liiennisch hamogen in die Ziehdiise gelangt, dt»t das optimale Ziriatenqperatu^ 
verteilung besilzt und direkt hintor der Ziehdiise in kurzer Zeit duidi dm Kristallisalionsberdch gefiShrt wird. 
5. Alkalifieie Glaszusammeasetzung gemaB Anspruch 1, vcrwendbar als Substralglas zur Herstellung der TFT- 

MattixfiirLCD. . , ^ t*.. u _q « 

6 AlkalifireieGlaszusanijmensetzunggemaSAnspnK;hl,beidexdnB\^ « 
riw-PtozessBS mtiglich ist, wobd aufgrund der speridlen Visla»iffits.Tbniperatui>KnTC auf den Einsate von Boi- 
teakilhlcni odcr ghnliches veizichtet werden kann. . . 

7. Alkalifixde Glaszusammensctzmg gemaB Anspruch 1. bei der die Diffcrenz vonEinsinkpunkt und Liqmdustcm- 
p^raiur des Glases mindestens 12aKbelcfigt, ha bestinnnten A&rianten derZusammensetzung und Viskosiiats-Tbm- 
peiaturkurve kann diese Difiieienz bis tiber nOKbetragen. 

8 V^ahren zur Hcrsi^Iung von diinnem Substratglas gemaB Anspruch 3, bd dan diese Anlage zur H^llung 
dimcnsi<Hrieat und so bctrieben w«dcn kann, daB die Herstellung von Substralglas ffirLCD (TFX AMLCD-ProzeB) 
mitDicken vc» 1,1 mm, 0,7 mm imddanmterinhohra-QualitatentsprechcnddBn Anfarde^ des Herstellnngs- 
prozesses der LCD mfiglich ist 
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